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Abstract (en)
[origin: WO9308603A1] An SOI/SOS thin film MOS mesa architecture has its body/channel region (14) extended beyond the source and drain
regions (16, 18) and the impurity concentration is increased at a selected portion (e.g. an end portion) of the extended body region (31, 32), so as
to provide both a body tie access location which enables the body/channel region (14) to be terminated to a prescribed bias voltage (e.g. Vss), and
a channel stop region (41, 42) that is effective to functionally interrupt a current leakage path or 'parasitic' N-channel that may be induced along
sidewall surface of the P-type material of the body/channel region (14). In another embodiment, ionizing radiation-induced inversion of the sidewalls
(83, 84) of the P-type body/channel region (14) is prevented by an asymmetric sidewall channel stop structure (71, 72) formed in opposite end
portions of the source region (16).

Abstract (fr)
Une structure mesa d'un transistor MOS à couches minces silicium sur isolant/silicium sur saphire possède une zone substrat/canal (14) qui s'étend
au-delà des zones de la source et du drain (16, 18) et la concentration d'impuretés est plus grande dans une partie sélectionnée (par exemple une
partie terminale) du prolongement du substrat (31, 32), de façon qu'elle puisse servir à la fois d'emplacement d'accès de raccordement du substrat,
ledit emplacement permettant le raccordement de la zone substrat/canal (14) à une tension de polarisation prescrite (par exemple Vss), et de zone
d'arrêt de canal (41, 42), ladite zone pouvant, de façon fonctionnelle, interrompre un passage de courant de fuite ou un canal de type N parasite qui
peut être induit le long de la surface de la paroi latérale du matériau de type P de la zone substrat/canal (14). Dans un autre mode de réalisation,
l'inversion, induite par rayonnement ionisant, des parois latérales (83, 84) de la zone substrat/canal de type P (14) est empêchée par une structure
d'arrêt de canal de parois latérales asymétrique (71, 72) formée dans les parties terminales opposées de la zone de la source (16).
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